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Приводиться огляд  ряду експериментальних робіт, у яких спостерігалося явище 
самоорганізації і які залишилися поза увагою спеціалістів-синергетиків. Зокрема, 
вивчення впливу швидких нейтронів на аномальне проходження Х-променів у Si 
показало, що після флюенсів ≥4,5·1016 см-2 починається процес коагуляції простих 
дефектів навколо первинних кластерів. При подальшому опроміненні кристал 
„очищається” від простих дефектів. 
По опроміненні низько енергетичними електронами (~2 МеВ) кристалів Si, GaAS після 
флюенсів >1016 см-2

 з’являється білякрайове ІЧ поглинання, що однозначно зумовлене 
кластиризацією простих дефектів. 
В тестових Si1-xGex/Si гетероструктурах  із нескомпенсованими механічними 
напругами, які виникаю внаслідок невідповідності ґраток плівки і кремнієвої 
підкладки, при гамма-опроміненні відбувається релаксація цих напруг шляхом 
розшарування твердого розчину плівки. 
На основі приведених результатів робиться висновок про оптимальний флюенс 
нейтронів, необхідний для попереднього опромінення кристалів Si для створення 
необхідної концентрації стоків.  


